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マイクロビアは一般に高密度相互接続（HDI）PCBで使用され、微細ピッチの表面
実装部品を接続し、これらのアプリケーションでより高い配線密度と優れた信号整
合性を実現される。しかし、マイクロビアは「弱いマイクロビア問題」と呼ばれる
信頼性の問題を抱えており[1-2]。長期使用中に、マイクロビアの底部の亀裂や剥離
が原因で故障する事が多い。特に無電解めっき層では、ナノボイドがマイクロビア
の無電解Cu層の機械的特性を弱めます。伝統的に、無電解Cuめっきには内部応力
を低減するためにNiが含まれていますが、最近、ナノボイドを効果的に低減するNi
フリーの無電解Cuめっき「OPC-FLET」プロセスが開発された。長寿命のマイクロ
ビアを実現するため、信頼性テストでナノボイドが成長するかどうか、および実際
の基板に組み込まれたマイクロビアの無電解層の化学的品質を理解することが重要
であり本研究では、従来の方法またはOPC-FLET無電解Cuめっきによって作製され
たマイクロビアが構築された基板に対して熱サイクル試験を実施し、これらのサン
プルに対してFIBを用いたTEM試料を作成し走査透過型電子顕微鏡（STEM）を実施
した。

実験
Experimental

マイクロビア構造を有する試験基板を作製した。マイクロビアは2種類の無電解めっ
き法を用いて形成した。1つ目はNi添加プロセス（従来サンプル）で、2つ目はNiフ
リーFLETプロセス（FLETサンプル）で形成した。その後、両サンプルに電解めっ
きを施した。従来サンプルとFLETサンプルが良好な状態で作製された後、熱サイク
ル試験を実施し、作成した断面FIB-TEM試料に対してSTEMを用いた微細構造評価
を行う。

結果と考察
Results and Discussion

熱サイクル試験前後のサンプルについて、STEM-EDSを用いて無電解銅めっき層と
無電解銅めっき層内のナノボイドを評価したところ、電解銅めっき層内部、特に電
解銅めっき層と無電解銅めっき層間の下界面にナノボイドが認められました。これ
らのナノボイドは無電解めっき中、特に無電解めっきの初期段階で形成され、熱サ
イクル試験の進行に伴って僅かながら成長することを確認した。
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Fig. 1. HAADF-STEM images of the bottom interface of micro-vias.; (a)
traditional as-plated, (b) OPC-FLET as-plated, (c) traditional processed after
500 cycles tested, and (d) OPC-FLET processed after 500 cycles tested.
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